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より Mo ゲート膜中を通過し，ゲート電極下の Si 基板表面に微量混入することが実験的，理論的に明ら
かにされた。
短期信頼性上の不安定性に関しては，可動イオンに起因した不安定性が， Mo ゲート膜のパターニン


























まれる Ca や Mg イオンがゲート酸化膜中で空間準位を形成するためであることや，高温熱処理中にゲー
ト酸化膜中に Mo 膜より拡散した不純物が形成する欠陥準位による界面準位が発生することが劣化の機
構であることを提案した。
これらの研究は，半導体集積回路に高融点金属ゲートを用いて信頼性の高い素子を開発するための問
題点を解決するものであり，半導体工学の発展に寄与するところ大である。よって工学博士論文とし
て価値あるものと認めるO
? ?
